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A power semiconductor module (1). 
whereby connector elements (4) are accom- 
modated in the openings of a plastic hous- 
ing (2). The power semiconductor module 
is also provided with a closing cover (12). 
The connector elements protrude above the 
cover and jut out of the openings. The open- 
ings are created when the cover and the plas- 
tic housing are assembled together and the 
connector elements protrude therethrough, 
whereby any arrangement of the connector 
elements in the power semiconductor mod- 
ule is possible. The cover closes the power 
semiconductor module at points where no 
connector elements are provided. 

(57) Zusammenfassung 

Es wird ein Leistungshalbleitermodul 
(1) vorgeschlagen, bei dem die 
Anschlu8clemente (4) in Offnungen 
des Kunststoffgehauses (2) cingcbracht 
sind. Das Leistungshalbleitermodul weist 
femer einen Deckel (12) auf, der dieses 




verschlieBt Die AnschluBelemente ragen dabei Qbcr Offnungen aus dem Deckel heraus. Die Offnungen werden erst beim Zusammenftlgcn 
acs Deckels und des Kunststoffgehauses durch ein DurchstoBen mit den AnschluBelementcn eingcbracht, Hierdurch sind beliebiee 
Anoidnungcn der AnschluBelemente im Leistungshalbleitermodul mOglich. An den Stellen. an denen keine AnschluBelemenlc vorgesehen 
smd, verschlteBl der Deckel das Leismngshalbleitcrmodul. vui^cacucn 
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Beschreibung 

Leistungshalbleitermodul mit Deckel 

Die Erfindung betrifft ein Leistungshalbleitermodul mit einem 
Kunststof f gehause gemaB dem Patentanspruch 1. 

Demgemafl ist ein Leistungshalbleitermodul vorgesehen mit ei- 
nem als Rahmen ausgebildeten Kunststof f gehause, an dessen In- 
nenseite in vorgegebenen Abstanden eine Anzahl n Fuhrungen 
fUr externe Anschlufielemente vorgesehen sind, mit einem als 
Keramikplatte ausgebildeten Gehauseboden, der in das Kunst- 
stoffgehause eingesetzt ist, wobei die Keramikplatte jeweils 
auf ihrer oberen und ihrer unteren Seite eine Metallisierung 
aufweist, die auf der oberen, dem Gehauseinneren zugewandten 
Seite zur Bildung von Leiterbahnen strukturiert ist und die 
mit zumindest einem Halbleiterbauelement und Verbindungsele- 
menten bestuckt ist, mit maximal n in den Fuhrungen fixier- 
ten, auiiere AnschlUsse bildenden Anschluftelementen, die an 
ihren unteren Enden Bondflachen aufweisen und die uber die 
Verbindungselemente mit dem zumindest einen Halbleiterbauele- 
ment und/oder mit der Metallisierung elektrisch verbunden 
sind, mit einem mit dem Kunststof f gehause verbindbaren Dek- 
kel. 

Solche Leistungshalbleitermodule sind seit langem bekannt. 
Bei diesem Leistungshalbleitermodulen sind die Anschluiiele- 
mente fUr die aufieren AnschlUsse in dem Kunststof f gehause an- 
geordnet. Aus der WO 98/52221 ist ein gattungsgemaiies Lei- 
stungshalbleitermodul bekannt, bei dem die AnschluBelemente 
in Offnungen des Kunststof fgehauses eingeprefit sind. Hier- 
durch wird die Zuverlassigkei t der internen Bondverbindungen 
zwischen den Anschlufielementen und dem Substrat verbessert, 
da keine Gefahr mehr besteht, dafi die AnschluBelemente im 
Kunststof f gehause sich lockern. Das dort beschriebene Lei- 
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stungshalbleitermodul weist entlang des Kunststof f gehauses 
deshalb Fiihrungselemente auf, in denen teilweise AnschluUele- 
mente eingebracht sind. Die Anzahl und die Orte, in welchem 
die Anschiufielemente in die Fuhrungseleinente eingebracht wer- 
5 den, sind abhangig vom elektrischen Aufbau innerhalb des Lei- 
stungshalbleitermodules . Auf das Leistungshalbleitermodul 
wird anschlieiiend ein Deckel aufgebracht. Dabei ragen die An- 
schiufielemente aus dem Deckel heraus, das heifit die An- 
schiufielemente sind in vorgesehene Offnungen in dem Deckel 

10 hindurch gesteckt. Die Offnungen sind so angeordnet/ dafi 

nicht benutzte Fiihrungselemente durch den Deckel verschlossen 
sind* Der Deckel hat folglich Offnungen an den Stellen, an 
denen die Anschiufielemente durchgefuhrt werden sollen. Dies 
hat jedoch zur Folge, dafi fiir unterschiedliche Anordnungen 

15 der Anschiufielemente bei einem Leistungshalbleitermodul un- 
terschiedliche Deckel gefertigt werden miissen* Dies erfordert 
separate Werkzeuge zur Erstellung der Deckel und zur Bestuk- 
kung mit dem jeweiligen Leistungshalbleitermodul. Hierdurch 
ist auch ein hoher logistischer Aufwand notwendig, 

20 

Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung darin, ein gattungsgem^fies Lei- 
stungshalbleitermodul mit einem Deckel anzugeben, bei dem An- 
schiufielemente aus dem Deckel herausragen, wobei jedoch unab- 
25 hangig von der Anordnung der externen Anschiufielemente das 

Gehauseinnere des Leistungshalbleitermoduls dicht verschlos- 
sen sein soil. Ferner sollen das Leistungshalbleitermodul be- 
ziehungsweise der Deckel moglichst einfach und kostenglinstig 
herstellbar sein. 

30 

Erf indungsgemafi wird diese Aufgabe durch eine Leistungshalb- 
leitermodul mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelost, 
also durch ein gattungsgemafies Leistungshalbleitermodul/ das 
gekennzeichnet ist durch Anschiufielemente^ die iiber in den 
35 Deckel einbringbare Offnungen nach aufien ragen. 
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Durch diese MaBnahme brauchen bei der Herstellung des Deckels 
keine Offnungen an den Stellen, an denen Anschiui^eiemente 
vorhanden sind, vorgesehen werden. Die Offnungen werden viel- 
mehr erst dadurch erzeugt, dafl der Deckel auf das Leistungs- 
halbleitermodul aufgesetzt wird und durch die Anschlufielemen- 
te die Offnungen an den jeweiligen Stellen in den Deckel ein- 
gebracht werden. Hierdurch ist es ausreichend, nur einen ein- 
zigen Deckel herzustellen, der fUr alle denkbaren Anordnungen 
der Anschlufielemente in den Fahrungselementen moglich ist. 
Der Herstellungsaufwand ist somit vereinfacht und die Kosten 
sind wesentlich geringer. 

In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung sind n *ein- 
bringbare Offnungen in dem Deckel vorgesehen. Vorteilhaf ter- 
weise sind die n einbringbaren Offnungen und die n Fuhrungen 
derart angeordnet, dali die Anschlufielemente orthogonal zum 
Gehauseboden beziehungsweise Deckel aus dem Leistungshalblei- 
termodul ragen. Dies bedeutet nichts anderes, als das die n 
einbringbaren Offnungen und die n Fuhrungen ubereinander an- 
geordnet sind. Die Anzahl n der einbringbaren Offnungen und 
der Fuhrungen ist folglich gleich. Der Platzhalter n steht in 
der vorliegenden Erfindung fur die Anzahl der im Leistungs- 
halbleitermodul vorhandenen Flihrungselemente beziehungsweise 
der im Deckel einbringbaren Offnungen. Durch diese Vorgehens- 
weise ist zu jedem Leistungshalbleitermodul nur noch ein ein- 
ziger Deckeltyp notwendig. 

Vorteilhaf terweise weist der Deckel an Stellen der einbring- 
baren Offnungen Sollbruchstellen auf. Hierdurch wird das 
Durchstoflen der einbringbaren Offnungen mittels des An- 
schlufielemente erleichtert. Die Sollbruchstellen k5nnen durch 
ein Vorstanzen an den Stellen der einbringbaren Offnungen er- 
zeugt werden. 
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Bei der Deckelmontage bricht der Deckel punktuell an den 
Stellen der einbringbaren Offnungen auf . Es bilden sich Klap 
pen die sich an AnschlulJelemente anschmiegen. Der Deckel 
verschliefit alle anderen^ nicht durch Anschlulielemente beleg 
5 ten Piatze weiterhm zuverlassig. Der Deckel ist somit kraft 
und f ormschliissig mit dem Kunststof f gehause verbunden. 

In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung weisen die 
Anschlulielemente Nasen auf, die an der Innenseite des Kunst- 
10 stoffgehause anliegen und die Anschlulielemente in ihrer Lage 
fixieren. Vorzugsweise haben diese Nasen die Gestalt von Wi- 
derhaken, so daft die Anschlulielemente eng in den Fuhrungsele 
menten gefiihrt werden und gegen ein Herausziehen gesichert 
" sind. Es ist auch denkbar, die Anschlufielemente mit Kropfun- 
15 gen zu versehen, welche die Anschlufielemente in den Fuhrungs 
elementen fixieren . 

Vorzugsweise ist das Gehauseinnere zumindest teilweise mit 
einer Vergiefimasse gefullt. Dies dient zur f euchtedichten 
20 Kapselung. Idealerweise ist hierzu als Vergielimasse eine 

Weichvergiefimasse und eine Hartvergieiimasse auf der Weichver 
gieiimasse vorgesehen . 

Typischerweise besteht das Kunststof f gehause aus einem Rah- 
25 men, wobei die Anschlufielemente in dem Rahmen angeordnet 
sind- 

Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Erfin- 
dung ergeben sich aus den weiteren Unteransprtichen, der Be- 
30 schreibung und den Figuren der Zeichnung. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand der nachstehenden Fi- 
guren naher erlautert, Es zeigt: 



wo 00/42656 



5 



PCT/DEOO/00031 



einen Schnitt durch ein Leistungshalbleitermodul 
iriit einem Kunststof f gehause and einem dazugehorigen 
Deckel; . 

einen Draufsicht auf das Leistungshalbleitermodul 
mit Blick in das Gehauseinnere ; 

eine Draufsicht auf die AuiJenseite des erfindungs- 
geraaiien Deckels, so wie dieser auf das Kunststoff- 
gehause aufgebracht ist und 

eine Draufsicht auf die Innenseite des erf indungs- 
gemaiien Deckels mit ■ eingebrachten Offnungen und den 
Sollbruchstellen. 

Wie aus der Figur 1 zu ersehen ist, besteht das Leistungs- 
halbleitermodul 1 aus einem Kunststof f gehause 2, in das als 
Gehauseboden 6 eine Keramikplatte 5 eingesetzt ist. Diese ist 
auf der oberen Seite 7 und der unteren Seite 8 mit einer Me- 
tallisierung 11 versehen. Die Metallisierung 11 auf der obe- 
ren Seite 7 ist dem Gehauseinnere 15 zugewandt und ist zur 
Bildung von Leiterbahnen strukturiert . Auf dieser Seite 7 der 
Keramikplatte 5 sind Halbieiterbauelemente 9 aufgebracht. 
Diese Halbieiterbauelemente 9 sind zum Beispiel Leistungs- 
halbleiterbauteile wie IGBTs, MCTs, Leistungstransitoren oder 
Leistungsdioden. Weiterhin sind Halbieiterbauelemente 9 vor- 
gesehen, die eine Steuerf unktion ubernehmen. Desweiteren be- 
finden sich dort Verbindungselemente 10, die die Gestalt von 
Aluminiumdrahten aufweisen. Diese Verbindungselemente 10 wer- 
den uber Bondverfahren auf den Halblei terbauelementen 9 be- 
ziehungsweise der Metallisierung 11 aufgebracht. 

Das Kunststof fgehause 2 ist in der Form eines Rahmens ausge- 
bildet, bei dem Anschlulielemente 4 in Fuhrungselementen 3 des 
Kunststof f rahmens 2 vorgesehen sind. Die AnschluiJelemente 4 



Figur 1 



Figur 2 



Figur 3a 



Figur 3b 



wo 00/42656 



6 



PCT/DE00/00O31 



sind dabei von der Oberseite her in die Fuhrungselemente 3 
eingesteckt und werden hierdurch fixiert. Die Anschluiielemen- 
te 4 weisen Nasen 14 auf, die an der Innenseite des Kunst- 
stof f gehauses 2 anliegen. Dadurch werden die Anschluiielemente 
5 4 in ihrer Lage fixiert. Diese Nasen 14 haben die Funktion 
von Widerhaken, die die Anschiuiielemente 4 gegen unbeabsich- 
tigtes Herausziehen sichern. Dadurch sind die Bondverbindun- 
gen zwischen den AnschluBeleraenten 4 und dem Halbleiterbau^ 
elementen 9 beziehungsweise der Metallisierung 11 gegen Zer- 
10 storung gesichert. Die Anschiuiielemente verlaufen im Ge- 
hauseinneren in etwa parallel zum Geh^useboden 6. 

Das Leistungshalbleitermodul 1 weist ferner einen Deckel 12 
auf, der das Modal in seiner Endposition verschlielit . Dabei 

« 

15 sind die Anschiuiielemente 4 durch Offnungen 13 in dem Deckel 
gesteckt, die in der endgultigen Position des Deckels aus 
diesem herausragen. Der Deckel verschliefit dabei nicht be- 
nutzte Fuhrungselemente 3. 

20 An der Unterseite weist das Leistungshalbleitermodul einen 

Kuhlkorper 16 auf, der zum einen mit dem Kunststof f gehause 2, 
zum anderen mit dem Gehauseboden 6 verbunden ist. 

Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf das Leistungshalbleitermo- 
25 dul 1, wobei der Gehauseboden mit dem Kunststof f gehause 2 be- 
reits verbunden ist. Aus dieser Perspektive wird ersichtlich, 
dali die Fuhrungselemente entlang des gesamten Umfangs des 
Kunststof f gehauses 2 in regelmaiiigen Abstanden angebracht 
sind. Es ist selbstverstandlich nicht notwendig, die Fiih- 
30 rungselemente in regelmaiiigen Abstanden sowie entlang des ge- 
samten Umfangs anzubringen. Nur wenige der Fuhrungselemente 3 
sind mit AnschluBelementen 4 bestuckt. Durch das Vorsehen der 
Fuhrungselemente 3 entlang des gesamten Umfangs des Kunst- 
stof f gehauses 2 kann eine flexible Bestuckung des Leistungs- 
35 halbleitermodules erfolgen. Entsprechend der Anordnung der 
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Haibleiterbauelemente konnen an den geeignetsten Positionen 
die AnschiuBelemente 4 in den Fuhrungselementen 3 vorgesehen 
werden. Hierdurch sind kurze Bondverbindungen zwischen den 
Anschlufielementen und den Halbleiterbauelementen beziehungs- 
weise der Metallisierung 11 moglich. 

In Figur 3 a ist eine Draufsicht auf die Aulienseite des Dek- 
kels gezeigt, so wie er korrekt mit dem Kunststof f gehause in 
Figur 2 verbunden werden wurde. Hierbei sind bereits die Off- 
nungen 13 sichtbar, die an den Stellen der Anschluiielemente 4 
eingebracht sind. Die Offnungen 13 sind dabei erst beim 2u- 
saramenfugen des Deckels 12 und des • Kunststof fgehauses 2 durch 
ein Durchstofien mit den Anschlufielementen eingebracht. In Fi- 
gur 3b ist die Innenseite, das heiiit die Seite des Deckels, 
die dem Gehauseinneren zugewandt, dargestellt. Hier ist er- 
sichtlich, dafl der Deckel an den Stellen der Fuhrungselemente 
3 des Kunststof fgehauses 3 Sollbruchstellen 18 aufweist. Die- 
se konnen beispielsweise durch ein Vorstanzen erzeugt sein. " 
Zwischen zwei einbringbaren Offnungen 13 sind jeweils Stege 

17 angeordnet, die durch das Vorstanzen der Sollbruchstellen 

18 verblieben sind. 
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PatentansDriiche : 

1. Leistungshalbleitermodul (1) 

- mit einem als Rahmen ausgebildeten Kunststof f gehause (2), 
an dessen Innenseite in vorgegebenen Abstanden eine Anzahl 
n Fuhrungen (3) fur externe AnschluBelemente (4) vorgesehen 
sind, 

- mit einem als Keramikplatte (5) ausgebildeten GehSuseboden 
(6), der in das Kunststof f gehause (2) eingesetzt ist, wobei 
die Keramikplatte jeweils auf ihrer oberen und ihrer unte- 
ren Seite (7,8) eine Metallisierung (11) aufweist, die auf 
der .oberen, dem Gehauseinneren zugewandten Seite (6) zur 
Bildung von Leiterbahnen strukturiert ist und die mit zu- 
mindest einem Halbleiterbauelement (9) und Verbindungsele- 
menten (10) bestuckt ist, 

-mit maximal n in den Fuhrungen (3) fixierten, auBere An- 
schliisse bildenden Anschlufielementen, die an ihren unteren 
Enden Bondflachen aufweisen und die liber die Verbindungs- 
elemente (10) mit dem zumindest einen Halbleiterbauelement 
(9) und/oder mit der Metallisierung (11) elektrisch verbun- 
den sind, 

- mit einem mit dem Kunststof f gehause (2) verbindbaren Deckel 
(12) , 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die AnschluBelemente (4) durch Uber in den Deckel (12) 
einbringbare Offnungen (13) nach aulien ragen. 

2. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi» n einbringbare Offnungen (13) in dem Deckel (12) vorgese- 
hen sind. 
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3. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daii die n einbringbaren Offnungen (13) una die n Fuhrungen 
(3) derart angeordnet sind, dafi die Anschlufielemente orthogo- 
5 nal zum Gehauseboden (6) beziehungsweise Deckel (12) aus dem 
Leistungshalbleitermodul ( 1 ) ragen . 

4. Leistungshalbleitermodul nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

10 dafi die Offnungen (13) beim Zusammenf ugen des Deckels (12) 
und des Kunsts tof f gehauses (2) durch DurchstoBen mit den An- 
schluBelementen (4) eingebracht sind. 

5. Leistungshalbleitermodul nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
15 dadurch gekennzeichnet/ 

daB der Deckel (12) an Stellen der einbringbaren Offnungen 
(13) Sollbruchstellen aufweist. 

6. Leistungshalbleitermodul nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
20 dadurch gekennzeichnet/ 

daii der Deckel (12) kraf tschlussig und f ormschlussig mit dem 
Kunststof f gehause (2) verbunden ist. 

1. Leistungshalbleitermodul nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Anschlufielemente (4) Nasen (14) aufweisen, die an der 
Innenseite des Kunststof f gehauses (2) anliegen und die An- 
schluiielemente in ihrer Lage fixieren. 

30 a. Leistungshalbleitermodul nach einem der Anspruche 1 bis 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

da5 das Gehauseinnere (15) zumindest teilweise mit einer Ver- 
gielimasse gefullt ist. 

35 9, Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali als Vergieflmasse eine Weichgieiimasse und eine Hartver- 
gielimasse auf der Weichvergieiimasse vorgesehen ist. 
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10. Leistungshalbleitermodul nach einem der Anspruche 1 bis 

dadurch gekennzeichnet, 

daii das Kunststof f gehause (2) als Rahmen ausgefuhrt ist. 
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